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        <탄성 코어 지지 기판 사용> 
 
→ 밀봉 시스템에 인가되는 높은 체결 압력 흡수 
→ 불균일한 체결 압력 분포를 완화 
→ SOFC 스택의 기밀성을 구현함 

평판형 SOFC 스택의 밀봉 

1. 적용 분야 



 유리상의 기지를 갖는 유리 기반 밀봉재임 
 고온에서 유리의 점성 유동에 의하여 높은 변형율을 가지지만, 변형량을 정밀하게 

제어할 수 없음 
 온도와 압력에 따라 유리 기지상의 점성 유동이 상이하여 밀봉재의 수직 변형률이 

변함 
   → 단위 셀과 접속자 간의 접촉 압력 변화로 인한 단위 셀의 파괴 초래 
   → 접속자 간의 닫힌 회로 형성으로 인한 연료 전지의 기능 상실을 초래  
 또한, 표면 거칠기가 불균일하거나 두께 편차가 큰 단전지를 스택으로 구성하는 경

우 
   너무 낮은 밀봉 압력 : 스택 기밀성 확보 어려움 
   약간 높은 밀봉 압력 : 단전지, 특히 치밀질 전해질층의 파괴 발생.  
 변형량 (특히, 변형 한계)의 제어와 밀봉 압력의 균일성 확보 필수 

 탄성 코어 지지 기판과 이 기판의 양 표면상에 각각 형성되어 있는 밀봉재층를 포함
하는 

   고체 산화물 연료 전지 스택용 밀봉 시스템임 
→SOFC 연료 전지 시스템의 가압 운전 시, 내부의 공기 및 연료 기체의 압력에 

의한 밀봉 시스템의 수평 변형을  제한하여 안정적인 가압 운전 가능 및 열 사
이클 안정성 개선 

→밀봉 시스템에 인가되는 체결 압력을 흡수하고 응력 불균형에 의한 수직 변형
율을 제한하며, 유리 기지상의 점성 유동에 의한 불필요한 수평 변형 제한 

→단전지가 기계적으로 매우 취약한 구조를 가지고 있을 때에도 밀봉 압력을 지
탱하고 밀봉 압력을 균일하게 전달할 수 있도록 하여, 낮은 밀봉 압력에서 효
과적으로 스택 기밀성 확립 

현존  SOFC 밀봉재의 문제점 

KIST 밀봉 시스템의 장점 

2. 기술의 특징 



열사이클 저항성: 열사이클 30회 후 

탄성코어 지지기판 밀봉재층 

밀봉에 의한 OCV 확보 

작동온도 
(oC) 

OCV (V) 

650 1.117 

600 1.123 

550 1.13 

500 1.139 

450 1.149 

400 1.159 

350 1.168 

300 1.173 
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 열사이클 30회동안 OCV 회복 
 사이클 시험 후 밀봉재층 온전하게 

유지 

3. 기술의 완성도 


